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(57)【要約】
【課題】発光色ごとに発光層の層厚を異ならせて光共振
構造を採る場合に、各発光色の有機ＥＬ素子における発
光層の膜形状を揃える。
【解決手段】前記層間絶縁層上に形成された有機ＥＬ発
光部は、第１色を発光する発光層を有する第１発光部と
、第１色と異なる第２色を発光する発光層を有する第２
発光部とを含み、第１発光部と第２発光部は、有機層の
層厚が異なっており、当該有機層の層厚の差に応じて、
該当する色の発光部の隔壁で仕切られた領域における層
間絶縁層の掘り込み量の深さが異なっている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成された層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層上に形成された有機ＥＬ発光部と、
　を備えた有機ＥＬ表示パネルであって、
　前記有機ＥＬ発光部は、
　前記層間絶縁層上に行列状に配された複数の画素電極と、行方向に隣接する前記画素電
極間に配され、列方向に延伸する複数の隔壁と、前記隔壁で仕切られた領域に形成された
、発光層を含む有機層と、前記有機層の上方に形成された対向電極と
　を含み、
　前記有機ＥＬ発光部は、第１色を発光する発光層を有する第１発光部と、第１色と異な
る第２色を発光する発光層を有する第２発光部とを含み、
　前記第１発光部と前記第２発光部は、前記有機層の層厚が異なっており、前記第１発光
部と前記第２発光部の前記隔壁で仕切られた領域における層間絶縁層の掘り込み量が異な
っている
　有機ＥＬ表示パネル。
【請求項２】
　前記第１発光部と前記第２発光部のうち、発光する色の波長が長い発光部の方が、他方
の発光部よりも前記層間絶縁層の掘り込み量が多い
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項３】
　第１発光部と第２発光部における前記有機層の上面と前記隔壁とが互いに接触するピニ
ング位置の高さと、前記有機層の上面の中央位置の高さとの差分が所定の値以下となるよ
うに、前記隔壁の高さおよび前記層間絶縁層の掘り込み量が設定される
　請求項１または２に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項４】
　前記有機層の上面と前記隔壁とが互いに接触するピニング位置の高さと、前記有機層の
上面の中央位置の高さとの差分は、７００ｎｍ以下である
　請求項３に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項５】
　前記層間絶縁層の掘り込み部分の底面は平坦である
　請求項１から４までのいずれかに記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項６】
　前記画素電極は、光反射性を有する金属薄膜からなる
　請求項１から５までのいずれかに記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれかに記載の有機ＥＬ表示パネルと、
　前記有機ＥＬ表示パネルを駆動して画像を表示させる駆動部と
　を備える有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　画像表示部として請求項７に記載の有機ＥＬ表示装置を備える
電子機器。
【請求項９】
　基板を準備する第１工程と、
　前記基板上に層間絶縁層を形成する第２工程と、
　前記層間絶縁層上に有機ＥＬ発光部を形成する第３工程と、
　を含む有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、
　前記有機ＥＬ発光部は、
　前記層間絶縁層上に行列状に配された複数の画素電極と、行方向に隣接する前記画素電
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極間に配され、列方向に延伸する複数の隔壁と、前記隔壁で仕切られた領域に形成された
、発光層を含む有機層と、前記有機層の上方に形成された対向電極とを含む共に、第１色
を発光する発光層を有する第１発光部と、第１色と異なる第２色を発光する発光層を有す
る第２発光部とを含み、
　前記第１発光部と前記第２発光部では有機層の層厚が異なっており、前記第２工程にお
いて、前記第１発光部と前記第２発光部の前記隔壁で仕切られた領域における層間絶縁層
に異なる深さの掘り込みが形成される
　有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記層間絶縁層は、感光性樹脂材料からなり、
　前記第２工程において、ハーフトーンマスクを利用して前記層間絶縁層に異なる深さの
掘り込みを一回のフォトリソグラフ工程で形成する
　請求項９に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子を配列した発光表示パネル及びその製造方法に関し、特に、有機電
界発光素子（以下「有機ＥＬ素子」と称する）をマトリック状に配列した有機ＥＬ表示パ
ネルおよびその製造方法ならびに当該有機ＥＬ表示パネルを画像表示部として用いた有機
ＥＬ表示装置、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光型のディスプレイとして、基板上に行列方向に沿って有機ＥＬ素子を複数配
列した有機ＥＬ表示パネルが、電子機器のディスプレイとして実用化されている。各有機
ＥＬ素子は、陽極と陰極の一対の電極対の間に有機発光材料を含む発光層が配設された基
本構造を有し、駆動時には、一対の電極対間に電圧を印加し、陽極から発光層に注入され
る正孔と、陰極から発光層に注入される電子との再結合に伴って発生する電流駆動型の発
光素子である。
【０００３】
　この有機ＥＬ表示パネルは、各有機ＥＬ素子が自己発光を行うので視認性が高く、完全
固体素子であるため耐衝撃性に優れる。
　有機ＥＬ表示パネルにおいて、一般に発光層は、ＥＬ素子ごとに絶縁材料からなる隔壁
（バンク）で仕切られていて、この隔壁によって発光層が仕切られている。また、陽極と
発光層との間には、正孔注入層、正孔輸送層といった有機層が必要に応じて介挿される。
また、陰極と発光層との間にも、必要に応じて電子注入層、電子輸送層などが介挿される
。
【０００４】
　フルカラー表示の有機ＥＬ表示パネルにおいては、このような有機ＥＬ素子が、ＲＧＢ
各色の副画素を形成し、隣り合うＲＧＢの副画素が合わさって一画素が形成されている。
　各有機ＥＬ素子の発光層や電荷注入層を形成する際に、隣接する各有機ＥＬ素子同士を
仕切る隔壁を基板上に形成して、各隔壁で区画された各素子形成領域に、有機層、発光層
など形成するための有機材料と溶媒を含む溶液（以下、単に「インク」と称する。）の液
滴をノズルから吐出して塗布するウエットプロセス（湿式法）が多く用いられている（特
許文献１参照）。
【０００５】
　このウエットプロセスによれば、大型のパネルにおいても有機層や発光層を比較的容易
に形成することができると共に材料の利用効率が高いので、コスト的にも優れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】国際公開ＷＯ２０１２／００４８２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、各有機ＥＬ素子の発光効率を高めるのに適した有機層の膜厚は、発光色の波
長に依存する。
　すなわち、赤色光と緑色光と青色光では、その波長の違いにより、有機ＥＬ素子内での
最適な光路長（共振条件）が異なるので、各色副画素において、発光色の波長に合わせて
有機層の膜厚を微調整することが発光効率を高める上で望ましい。
【０００８】
　しかし、実際にウエットプロセスでインクの滴下量を調整して膜厚の異なる有機層を形
成すると、隔壁の撥液性やインクの表面張力などの影響により副画素の異なる発光色同士
で有機層の膜形状を揃えることは難しく、却って表示画質が劣化するおそれがある。
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであって、有機層をウエットプロセス
で形成しながら、各発光色の有機層の膜形状を揃えつつ、それぞれの発光色に適した有機
層の層厚を確保して、発光効率を向上させると共に表示画質が劣化するおそれを抑制する
ことができる有機ＥＬ表示パネルおよびそのような有機ＥＬ表示パネルの製造方法、並び
に有機ＥＬ表示装置、電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、基板と、前記基板上に形成された層間絶
縁層と、前記層間絶縁層上に形成された有機ＥＬ発光部と、を備えた有機ＥＬ表示パネル
であって、前記有機ＥＬ発光部は、前記層間絶縁層上に行列状に配された複数の画素電極
と、行方向に隣接する前記画素電極間に配され、列方向に延伸する複数の隔壁と、前記隔
壁で仕切られた領域に形成された、発光層を含む有機層と、前記有機層の上方に形成され
た対向電極とを含み、前記有機ＥＬ発光部は、第１色を発光する発光層を有する第１発光
部と、第１色と異なる第２色を発光する発光層を有する第２発光部とを含み、前記第１発
光部と前記第２発光部は、前記有機層の層厚が異なっており、前記第１発光部と前記第２
発光部の前記隔壁で仕切られた領域における層間絶縁層の掘り込み量が異なっていること
を特徴とする。
【００１０】
　なお、ここで、「前記第１発光部と前記第２発光部の前記隔壁で仕切られた領域におけ
る層間絶縁層の掘り込み量が異なっている」との記載は、一方の発光色の発光部の隔壁で
仕切られた領域における層間絶縁層の掘り込み量が、「０」である場合も含む。
　また、本開示の別の態様に係る有機ＥＬ表示装置は、上記の有機ＥＬ表示パネルと、前
記有機ＥＬ表示パネルを駆動して画像を表示させる駆動部とを備える。
【００１１】
　また、本開示の別の態様に係る電子機器は、画像表示部として上記の有機ＥＬ表示装置
を備える。
　さらに、本開示の別の態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板を準備する第１
工程と、前記基板上に層間絶縁層を形成する第２工程と、前記層間絶縁層上に有機ＥＬ発
光部を形成する第３工程と、を含む有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、前記有機Ｅ
Ｌ発光部は、前記層間絶縁層上に行列状に配された複数の画素電極と、行方向に隣接する
前記画素電極間に配され、列方向に延伸する複数の隔壁と、前記隔壁で仕切られた領域に
形成された、発光層を含む有機層と、前記有機層の上方に形成された対向電極とを含む共
に、第１色を発光する発光層を有する第１発光部と、第１色と異なる第２色を発光する発
光層を有する第２発光部とを含み、前記第１発光部と前記第２発光部では有機層の層厚が
異なっており、前記第２工程において、前記第１発光部と前記第２発光部の前記隔壁で仕
切られた領域における層間絶縁層に異なる深さの掘り込みが形成されることを特徴とする
。
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【発明の効果】
【００１２】
　上記態様に係る有機ＥＬ表示パネルおよび有機ＥＬ表示パネルの製造方法によれば、ウ
エットプロセスにより色毎に層厚の異なる有機層を形成しても、その膜形状をほぼ同じ形
状にすることができ、劣化が少ない画像を表示できる有機ＥＬ表示パネルやそのような有
機ＥＬ表示パネルを備えた有機ＥＬ表示装置、電子機器を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示すブロック図である。
【図２】有機ＥＬ表示パネル１０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線に沿った模式断面図である。
【図４】（ａ）～（ｆ）は、有機ＥＬ素子の製造過程を模式的に示す部分断面図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、図４に続く有機ＥＬ素子の製造過程を模式的に示す部分断面
図である。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、図５に続く有機ＥＬ素子の製造過程を模式的に示す部分断面
図である。
【図７】有機ＥＬ素子の製造工程を示すフローチャートである。
【図８】実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法における各色の発光層の膜形状の測定
結果を示すグラフである。
【図９】隔壁の高さを１．２μｍにした場合における各色の発光層の膜形状の測定結果を
示すグラフである。
【図１０】隔壁の高さを０．５μｍにした場合における各色の発光層の膜形状の測定結果
を示すグラフである。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、ピニング位置から下地までの距離と、最終的に形成される
発光層の膜形状との相関関係を模式的に示す図である。
【図１２】発光層の膜形状における平坦部を定義するため模式的な断面図である。
【図１３】インク濃度と、当該インク濃度で各色の発光層を成膜する場合に必要な隔壁の
高さとの関係を示す図である。
【図１４】（ａ）～（ｄ）は、層間絶縁層に掘り込みを形成する工程の変形例を説明する
ための模式図である。
【図１５】（ａ）～（ｄ）は、層間絶縁層に掘り込みを形成する工程の別の変形例を説明
するための模式図である。
【図１６】（ａ）～（ｄ）は、図１５の続きの工程を示す模式図である。
【図１７】本実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルを用いたテレビ装置の例を示す図であ
る。
【図１８】（ａ）、（ｂ）は、インクの滴下量の差異により、形成された発光層の膜形状
が異なることを説明するための模式図である。
【図１９】本実施の形態により、インクの滴下量に差異があっても形成された発光層の膜
形状を揃えることができることを説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　≪本開示の一態様に至った経緯≫
　有機ＥＬ表示パネルにおける有機発光層は、従来は真空蒸着などのドライプロセス（乾
式法）により成膜される場合が多かったが、塗布技術、特に印刷装置の技術の進歩に伴い
、近年では、ウエットプロセスで有機発光層を形成する技術が普及しつつある。
　ウエットプロセスは、有機発光材料が有機溶媒に溶解したインクを印刷装置等により必
要箇所に印刷した後、乾燥させて有機発光層を形成するものであり、大型の有機ＥＬ表示
パネルであってもその設備費が抑制できると共に材料利用率が高いなどコスト面で優れて
いるからである。
【００１５】
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　しかし、ウエットプロセスにおいて、光共振構造を構築するため、各発光色の有機ＥＬ
素子の有機発光層の膜厚を異ならせるには、各発光色のインクの滴下量を調整する必要が
ある。
　これにより、乾燥後の有機発光層表面のプロフィール（以下、「膜形状」という。）を
膜厚の異なる発光色同士で揃えるのが難しいという問題が生じる。
【００１６】
　図１８（ａ）、（ｂ）は、膜形状の形成過程を模式的に示す断面図であり、図１８（ａ
）は、発光層の膜厚が大きい場合を示し、図１８（ｂ）は、発光層の膜厚が小さい場合を
示す。
　図１８（ａ）に示すように、層間絶縁層１２上に画素電極１３が形成され、画素電極１
３を挟むように両側に所定高さの一対の隔壁１４が立設されている。
【００１７】
　隔壁１４は、一定の撥液性を有する有機材料で形成されており、一対の隔壁１４の間（
以下、「開口部」という。）にインクを滴下するとインクの表面張力と隔壁１４の撥液性
により、上方に盛り上がったインク溜まり１７０が形成される。インク溜まり１７０中の
有機溶媒が蒸発して乾燥すると、発光層の膜形状１７１は、隔壁１４の内壁にピニング位
置Ｐ１で接し、開口部の中央で下方に窪んだ凹形状になる。
【００１８】
　一方、発光層の膜厚が小さい場合には図１８（ｂ）に示すように、図１８（ａ）の場合
よりも少ない量のインクを開口部に滴下してインク溜まり１７０を形成して、これを乾燥
させると、その膜形状は太線１７１で示すようにピニング位置Ｐ２と開口部中央との落差
が大きく、図１８（ａ）の場合よりも急峻な凹形状となる。
　このような現象が生じるのは、インクの滴下量の多少に関わらず、ピニング位置Ｐ１、
Ｐ２の隔壁１４頂部からの層間絶縁層１２の主面に垂直な方向における距離がほとんど変
化しないことによる。
【００１９】
　ピニング位置に差異が生じないのは、隔壁１４の組成材料の撥液性とインクの表面張力
との関係からインクと隔壁１４の接触角が所定の範囲に保たれること、および隔壁１４付
近の有機溶媒の方が中央部よりも速く蒸発して乾燥する傾向があるため、隔壁１４と接触
する膜の位置（ピニング位置）が、先に固定されてしまうことなどによるものと考えられ
ている。
【００２０】
　これに対処するため、（１）隔壁１４を膜厚の大きい側と膜厚の小さい側とで、高さを
変える構成（膜厚の小さい側の隔壁１４の高さを低くする）、（２）隔壁１４の内壁面を
表面処理して撥液性の程度（濡れ性）を膜厚の大きい側と小さい側で変える構成などが考
えられるが、（１）の構成では、隔壁１４の頂部に段差を設けるために、設計上、隔壁１
４の幅を大きくせざるを得ず、その分、隔壁１４で挟まれた空間（開口部）の面積が小さ
くなり発光効率が低下するおそれがある。また、（２）の構成についても、最近の高精細
化のため隔壁１４も微小化しており、発光色の異なる副画素ごとに対応する隔壁１４の側
面に異なる表面処理を施すことは、技術的に困難であり、もし、可能であったとしてもコ
スト的な面で現実的ではなく、ウエットプロセスを採用したことによるメリットを大きく
減殺してしまう。
【００２１】
　そこで、本願発明者らは、各発光色ごとにピニング位置を変更して膜厚の異なる発光層
の膜形状を揃えるのではなく、逆に各発光色の発光層のピニング位置が変化しないことを
利用して、膜形状を揃える方法について研究を重ねて、本開示の一態様に至ったものであ
る。
　図１９（ａ）、（ｂ）は、本開示の基本的な原理を説明するための模式図であり、この
例では、隔壁１４の高さを図１８の場合より低くしている。
【００２２】
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　そうすると、ピニング位置Ｐ３の隔壁１４の頂部からの距離は、上記ピニング位置Ｐ１
、Ｐ２と同じだが、ピニング位置Ｐ３より下方の開口部の容積が小さくなっているので、
図１９（ａ）のようにインクの滴下量が少ない場合でも乾燥したときに中央部の落ち込み
が少なくなって、その膜形状１７１の凹形状が図１８（ｂ）の場合に比べて、非常になだ
らかになっている。
【００２３】
　そして、発光層の膜厚が大きい場合には、隔壁１４の高さは同じままで、図１９（ｂ）
に示すように層間絶縁層１２に深さｄ１の掘り込み部１２５を設けることにより、ピニン
グ位置Ｐ４より下方の開口部の容積を、増加したインク量に相当する分だけ大きくする。
　これにより、図１９（ａ）よりインクの滴下量が多い場合でも、乾燥したときにおける
中央部の落ち込み量が図１９（ａ）と同程度になるため、その膜形状が図１９（ａ）と図
１９（ｂ）の場合とほぼ同じになって、異なる発光色同士における膜形状を揃えることが
可能となる。
【００２４】
　つまり、隔壁の開口部の発光領域の直下に、滴下するインク量の差分に応じた掘り込み
を設けて、想定されるピニング位置より上方に存在するインク量が、各発光色の副画素に
おいて同じにして、滴下直後のインク溜まり１７０の表面形状（図１９（ａ）、（ｂ）参
照）がほぼ同じになるようにするという極めて簡易な構成でありながら、異なる膜厚の発
光色の膜形状を揃えることが可能であることを見出したものである。
【００２５】
　≪本開示の一態様の概要≫
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、基板と、前記基板上に形成された層間絶
縁層と、前記層間絶縁層上に形成された有機ＥＬ発光部と、を備えた有機ＥＬ表示パネル
であって、前記有機ＥＬ発光部は、前記層間絶縁層上に行列状に配された複数の画素電極
と、行方向に隣接する前記画素電極間に配され、列方向に延伸する複数の隔壁と、前記隔
壁で仕切られた領域に形成された、発光層を含む有機層と、前記有機層の上方に形成され
た対向電極とを含み、前記有機ＥＬ発光部は、第１色を発光する発光層を有する第１発光
部と、第１色と異なる第２色を発光する発光層を有する第２発光部とを含み、前記第１発
光部と前記第２発光部は、前記有機層の層厚が異なっており、前記第１発光部と前記第２
発光部の前記隔壁で仕切られた領域における層間絶縁層の掘り込み量が異なっている。
【００２６】
　係る態様によれば、各発光色の有機層の膜厚を異ならせても、それらの膜形状を揃える
ことができる。
　また、本開示の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、上記態様において、前記第１発光
部と前記第２発光部のうち、発光する色の波長が長い発光部の方が、他方の発光部よりも
前記層間絶縁層の掘り込み量が多い。
【００２７】
　これにより、発光色の波長に応じた有機層の層厚を確保しつつ、各発光色同士の有機層
の膜形状を揃えることが可能となる。
　また、本開示の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、上記態様において、第１発光部と
第２発光部における前記有機層の上面と前記隔壁とが互いに接触するピニング位置の高さ
と、前記有機層の上面の中央位置の高さとの差分が所定の値以下となるように、前記隔壁
の高さおよび前記層間絶縁層の掘り込み量が設定される。
【００２８】
　ここで、前記有機層の上面と前記隔壁とが互いに接触するピニング位置の高さと、前記
有機層の上面の中央位置の高さとの差分は、７００ｎｍ以下である 。
　また、前記層間絶縁層の掘り込み部分の底面は平坦であることが望ましい。
　係る態様により、各発光色同士の有機層の膜形状を、平坦部が多く開口率の高い状態に
揃えることができる。
【００２９】
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　また、本開示の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、上記態様において、前記画素電極
は、光反射性を有する金属薄膜からなる。
　係る態様により、発光色の異なる第１、第２の発光部のそれぞれにおいて適した光共振
構造を構築して発光効率を高めることができる。
　また、本開示の別態様に係る有機ＥＬ表示装置は、上記各態様に係る有機ＥＬ表示パネ
ルと、前記有機ＥＬ表示パネルを駆動して画像を表示させる駆動部とを備える。
【００３０】
　また、本開示の別態様に係る電子機器は、画像表示部として上記有機ＥＬ表示装置を備
える。
　係る態様により、発光色の発光効率が安定した良質の画像を表示することができる。
　また、本開示の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、基板を準備する第１工
程と、前記基板上に層間絶縁層を形成する第２工程と、前記層間絶縁層上に有機ＥＬ発光
部を形成する第３工程と、を含む有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、前記有機ＥＬ
発光部は、前記層間絶縁層上に行列状に配された複数の画素電極と、行方向に隣接する前
記画素電極間に配され、列方向に延伸する複数の隔壁と、前記隔壁で仕切られた領域に形
成された、発光層を含む有機層と、前記有機層の上方に形成された対向電極とを含む共に
、第１色を発光する発光層を有する第１発光部と、第１色と異なる第２色を発光する発光
層を有する第２発光部とを含み、前記第１発光部と前記第２発光部では有機層の層厚が異
なっており、前記第２工程において、前記第１発光部と前記第２発光部の前記隔壁で仕切
られた領域における層間絶縁層に異なる深さの掘り込みが形成される。
【００３１】
　係る態様により、上述のように発光効率に優れた良質な画像を表示できる有機ＥＬ表示
パネルの製造が可能となる。
　また、本開示の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、上記態様において、前
記層間絶縁層は、感光性樹脂材料からなり、前記第２工程において、ハーフトーンマスク
を利用して前記層間絶縁層に異なる深さの掘り込みを一回のフォトリソグラフ工程で形成
する。
【００３２】
　これにより、層間絶縁層に深さの異なる掘り込みを、工数をそれほど増やさずに容易に
形成することができる。
　なお、上記各開示の態様において「上」とは、絶対的な空間認識における上方向（鉛直
上方）を指すものではなく、有機ＥＬ表示パネルの積層構造における積層順を基に、相対
的な位置関係により規定されるものである。具体的には、有機ＥＬ表示パネルにおいて、
基板の主面に垂直な方向であって、基板から積層物側に向かう側を上方向とする。また、
例えば「基板上」と表現した場合は、基板に直接接する領域のみを指すのではなく、積層
物を介した基板の上方の領域も含めるものとする。また、例えば「基板の上方」と表現し
た場合、基板と間隔を空けた上方領域のみを指すのではなく、基板上の領域も含めるもの
とする。
【００３３】
　≪実施の形態≫
　以下、本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルについて、図面を参照しながら説明す
る。なお、図面は、模式的なものを含んでおり、各部材の縮尺や縦横の比率などが実際と
は異なる場合がある。
　１．有機ＥＬ表示装置１の全体構成
　図１は、有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示すブロック図である。有機ＥＬ表示装置１
は、例えば、テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯端末、業務用ディスプレイ（電子看
板、商業施設用大型スクリーン）などに用いられる表示装置である。
【００３４】
　有機ＥＬ表示装置１は、有機ＥＬ表示パネル１０と、これに電気的に接続された駆動制
御部２００とを備える。
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　有機ＥＬ表示パネル１０は、本実施の形態では、上面が長方形状の画像表示面であるト
ップエミッション型の表示パネルである。有機ＥＬ表示パネル１０では、画像表示面に沿
って複数の有機ＥＬ素子（不図示）が配列され、各有機ＥＬ素子の発光を組み合わせて画
像を表示する。なお、有機ＥＬ表示パネル１０は、一例として、アクティブマトリクス方
式を採用している。
【００３５】
　駆動制御部２００は、有機ＥＬ表示パネル１０に接続された駆動回路２１０と、計算機
などの外部装置又はアンテナなどの受信装置に接続された制御回路２２０とを有する。駆
動回路２１０は、各有機ＥＬ素子に電力を供給する電源回路、各有機ＥＬ素子への供給電
力を制御する電圧信号を印加する信号回路、一定の間隔ごとに電圧信号を印加する箇所を
切り替える走査回路などを有する。
【００３６】
　制御回路２２０は、外部装置や受信装置から入力された画像情報を含むデータに応じて
、駆動回路２１０の動作を制御する。
　なお、図１では、一例として、駆動回路２１０が有機ＥＬ表示パネル１０の周囲に４つ
配置されているが、駆動制御部２００の構成はこれに限定されるものではなく、駆動回路
２１０の数や位置は適宜変更可能である。また、以下では説明のため、図１に示すように
、有機ＥＬ表示パネル１０上面の長辺に沿った方向をＸ方向、有機ＥＬ表示パネル１０上
面の短辺に沿った方向をＹ方向とする。
【００３７】
　２．有機ＥＬ表示パネル１０の構成
　（Ａ）平面構成
　図２は、有機ＥＬ表示パネル１０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。有
機ＥＬ表示パネル１０では、一例として、Ｒ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）（以下、
単にＲ、Ｇ、Ｂともいう。）にそれぞれ発光する副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが
行列状に配列されている。副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂは、Ｘ方向（行方向）に
交互に並び、Ｘ方向に並ぶ一組の副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが、一つの画素Ｐ
を構成している。画素Ｐでは、階調制御された副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの発
光輝度を組み合わせることにより、フルカラーを表現することが可能である。
【００３８】
　また、Ｙ方向（列方向）においては、副画素１００Ｒ、副画素１００Ｇ、副画素１００
Ｂのいずれかのみが並ぶことでそれぞれ副画素列ＣＲ、副画素列ＣＧ、副画素列ＣＢが構
成されている。これにより、有機ＥＬ表示パネル１０全体として画素Ｐが、Ｘ方向及びＹ
方向に沿った行列状に並び、この行列状に並ぶ画素Ｐの発色を組み合わせることにより、
画像表示面に画像が表示される。
【００３９】
　副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂには、それぞれＲ、Ｇ、Ｂの色に発光する有機Ｅ
Ｌ素子２（図３参照）が配置されている。
　また、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、いわゆるラインバンク方式を
採用している。すなわち、副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢを１列ごとに仕切る隔壁（バンク）
１４がＸ方向に間隔をおいて複数配置され、各副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢでは、副画素１
００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが、有機発光層を共有している。
【００４０】
　ただし、各副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢでは、副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ同士
を絶縁する画素規制層１４１がＹ方向に間隔をおいて複数配置され、各副画素１００Ｒ、
１００Ｇ、１００Ｂは、独立して発光することができるようになっている。
　なお、画素規制層１４１の高さは、発光層の表面の高さより低い。図２では、隔壁１４
及び画素規制層１４１は点線で表されているが、これは、画素規制層１４１及び隔壁１４
が、画像表示面の表面に露出しておらず、画像表示面の内部に配置されているからである
。
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【００４１】
　（Ｂ）有機ＥＬ素子の断面構成
　図３は、図２のＡ－Ａ線に沿った模式断面図である。
　有機ＥＬ表示パネル１０において、一つの画素は、Ｒ、Ｇ、Ｂをそれぞれ発光する３つ
の副画素からなる。各副画素は、対応する色を発光する有機ＥＬ素子で構成される。
　各色の有機ＥＬ素子は、基本的には、ほぼ同様の構成を有するので、区別しないときは
、有機ＥＬ素子２として説明する。
【００４２】
　図３に示すように、有機ＥＬ素子２は、基板１１、層間絶縁層１２、画素電極１３、隔
壁１４、正孔注入層１５、正孔輸送層１６、発光層１７、電子輸送層１８、電子注入層１
９、対向電極２０、および、封止層２１とからなる。
　基板１１、層間絶縁層１２、電子輸送層１８、電子注入層１９、対向電極２０、および
、封止層２１は、画素ごとに形成されているのではなく、有機ＥＬ表示パネル１０が備え
る複数の有機ＥＬ素子２に共通して形成されている。
【００４３】
　（１）基板
　基板１１は、絶縁材料である基材１１１と、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ）層１１２とを含む。ＴＦＴ層１１２には、副画素ごとに駆動回路が形成され
ている。基材１１１は、例えば、ガラス基板、石英基板、シリコン基板、硫化モリブデン
、銅、亜鉛、アルミニウム、ステンレス、マグネシウム、鉄、ニッケル、金、銀などの金
属基板、ガリウム砒素などの半導体基板、プラスチック基板等を採用することができる。
【００４４】
　プラスチック材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化樹脂いずれの樹脂を用いてもよい。
例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリイミド（ＰＩ）、ポリカーボ
ネート、アクリル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフ
タレート、ポリアセタール、その他フッ素系樹脂、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ
塩化ビニル系、ポリウレタン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性
エラストマー、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹脂、ポリウレタン等、
またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらの
うち１種、または２種以上を積層した積層体を用いることができる。
【００４５】
　（２）層間絶縁層
　層間絶縁層１２は、基板１１上に形成されている。層間絶縁層１２は、樹脂材料からな
り、ＴＦＴ層１１２の上面の段差を平坦化するためのものである。樹脂材料としては、例
えば、ポジ型もしくはネガ型の感光性材料が挙げられる。また、このような感光性材料と
して、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、シロキサン系樹脂、フェノール系樹脂が挙げ
られる。また、図３の断面図には示されていないが、層間絶縁層１２には、副画素ごとに
コンタクトホールが形成されている。
【００４６】
　また、層間絶縁層１２の上面には、Ｒ、Ｇの発光領域に対応する箇所において掘り込み
部１２５Ｒ、１２５Ｇが形成されている。掘り込み部１２５Ｒの掘り込み量（深さ）が掘
り込み１２５Ｇより大きく、両者の底部は、基板１１の主面に平行な平坦部となっている
。
　この掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇにより、各発光色の副画素における発光層１７（Ｒ
）、１７（Ｇ）、１７（Ｂ）の層厚に上述した光共振構造を形成するために光学設計上望
ましい差を設けつつ、膜形状を揃えることができる。光共振構造自体は、周知の構成なの
で、特に詳述しない。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、層間絶縁層１２として、ネガ型の感光性樹脂を使用して、ハ
ーフトーンマスクを使用したフォトリソグラフィ法により、掘り込み部１２５Ｒ、１２５
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Ｇを形成するようにしている。詳しくは後述する。
　（３）画素電極
　画素電極１３は、光反射性の金属材料からなる金属層を含み、層間絶縁層１２上に形成
されている。画素電極１３は、副画素ごとに設けられ、コンタクトホール（不図示）を通
じてＴＦＴ層１１２と電気的に接続されている。
【００４８】
　本実施の形態においては、画素電極１３は、陽極として機能する。
　光反射性を具備する金属材料の具体例としては、Ａｇ（銀）、Ａｌ（アルミニウム）、
アルミニウム合金、Ｍｏ（モリブデン）、ＡＰＣ（銀、パラジウム、銅の合金）、ＡＲＡ
（銀、ルビジウム、金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＭｏＷ（モリ
ブデンとタングステンの合金）、ＮｉＣｒ（ニッケルとクロムの合金）などが挙げられる
。
【００４９】
　画素電極１３は、金属層単独で構成してもよいが、金属層の上に、ＩＴＯ（酸化インジ
ウム錫）やＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）のような金属酸化物からなる層を積層した積層
構造としてもよい。
　（４）隔壁・画素規制層
　隔壁１４は、基板１１の上方に副画素ごとに配置された複数の画素電極１３を、Ｘ方向
（図２参照）において列毎に仕切るものであって、Ｘ方向に並ぶ副画素列ＣＲ、ＣＧ、Ｃ
Ｂの間においてＹ方向に延伸するラインバンク形状である。
【００５０】
　この隔壁１４には、電気絶縁性材料が用いられる。電気絶縁性材料の具体例として、例
えば、絶縁性の有機材料（例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック樹脂
、フェノール樹脂等）が用いられる。
　隔壁１４は、発光層１７を塗布法で形成する場合に塗布された各色のインクが溢れて混
色しないようにするための構造物として機能する。
【００５１】
　なお、樹脂材料を用いる際は、加工性の点から感光性を有することが好ましい。当該感
光性は、ポジ型、ネガ型のいずれであってもよい。
　隔壁１４は、有機溶媒や熱に対する耐性を有することが好ましい。また、インクの流出
を抑制するために、隔壁１４の表面は所定の撥液性を有することが好ましい。
　画素電極１３が形成されていない部分において、隔壁１４の底面が層間絶縁層１２の上
面と接している。
【００５２】
　画素規制層１４１は、電気絶縁性材料からなり、各副画素列においてＹ方向（図２）に
隣接する画素電極１３の端部を覆い、当該Ｙ方向に隣接する画素電極１３同士を仕切って
いる。
　画素規制層１４１の膜厚は、画素電極１３の膜厚よりも若干大きいが、発光層１７の上
面までの厚みよりも小さくなるように設定されている。これにより、各副画素列ＣＲ、Ｃ
Ｇ、ＣＢにおける発光層１７は、画素規制層１４１によっては仕切られず、発光層１７を
形成する際のインクの流動が妨げられない。そのため、各副画素列における発光層１７の
厚みを均一に揃えることを容易にする。
【００５３】
　画素規制層１５は、上記構造により、Ｙ方向に隣接する画素電極１３の電気絶縁性を向
上しつつ、各副画素列ＣＲ、ＣＧ、ＣＢにおける有機発光層１６の段切れ抑制、画素電極
１３と対向電極１７との間の電気絶縁性の向上などの役割を有する。
　画素規制層１５に用いられる電気絶縁性材料の具体例としては、上記隔壁１４の材料と
して例示した樹脂材料や無機材料などが挙げられる。また、上層となる有機発光層１６を
形成する際、インクが濡れ広がりやすいように、画素規制層１５の表面はインクに対する
親液性を有することが好ましい。
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【００５４】
　（５）正孔注入層
　正孔注入層１５は、画素電極１３から発光層１７への正孔の注入を促進させる目的で、
画素電極１３上に設けられている。正孔注入層１５は、例えば、Ａｇ（銀）、Ｍｏ（モリ
ブデン）、Ｃｒ（クロム）、Ｖ（バナジウム）、Ｗ（タングステン）、Ｎｉ（ニッケル）
、Ｉｒ（イリジウム）などの酸化物、あるいは、ＰＥＤＯＴ（ポリチオフェンとポリスチ
レンスルホン酸との混合物）などの導電性ポリマー材料からなる層である。
【００５５】
　上記のうち、酸化金属からなる正孔注入層１５は、正孔を安定的に、または、正孔の生
成を補助して、発光層１７に対し正孔を注入する機能を有し、大きな仕事関数を有する。
　本実施の形態では、正孔注入層１５は、酸化タングステンからなる。正孔注入層１５を
遷移金属の酸化物で形成すると、複数の酸化数を取るため、複数の準位を取ることができ
、その結果、正孔注入が容易になり、駆動電圧の低減に寄与する。
【００５６】
　（６）正孔輸送層
　正孔輸送層１６は、正孔注入層１５から注入された正孔を発光層１７へ輸送する機能を
有する。正孔輸送層１６は、例えば、ポリフルオレンやその誘導体、あるいは、ポリアリ
ールアミンやその誘導体などの高分子化合物であって、親水基を備えないものなどを用い
てウエットプロセスにより形成される。
【００５７】
　（７）発光層
　発光層１７は、開口部１４ａ内に形成されており、正孔と電子の再結合により、Ｒ、Ｇ
、Ｂの各色の光を発光する機能を有する。なお、特に、発光色を特定して説明する必要が
あるときには、発光層１７（Ｒ）、１７（Ｇ）、１７（Ｂ）と記す。
　発光層１７の材料としては、公知の材料を利用することができる。具体的には、例えば
、オキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサ
ゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフ
タレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラ
セン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、
ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナン
トレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物
、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレ
ンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物
、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリ
ゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、８－
ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、２－ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とＩ
ＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体、希土類錯体などの蛍光物質で形成されることが
好ましい。
【００５８】
　（８）電子輸送層
　電子輸送層１８は、対向電極２０からの電子を発光層１７へ輸送する機能を有する。電
子輸送層１８は、電子輸送性が高い有機材料からなり、アルカリ金属、および、アルカリ
土類金属を含まない。
　電子輸送層１８に用いられる有機材料としては、例えば、オキサジアゾール誘導体（Ｏ
ＸＤ）、トリアゾール誘導体（ＴＡＺ）、フェナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐｈｅｎ
）などのπ電子系低分子有機材料が挙げられる。
【００５９】
　（９）電子注入層
　電子注入層１９は、対向電極２０から供給される電子を発光層１７側へと注入する機能
を有する。電子注入層１９は、例えば、電子輸送性が高い有機材料に、アルカリ金属、ま
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たは、アルカリ土類金属から選択されるドープ金属がドープされて形成されている。
　アルカリ金属に該当する金属は、リチウム（Ｌｉ）、ナトリウム（Ｎａ）、カリウム（
Ｋ）、ルビジウム（Ｒｂ）、セシウム（Ｃｓ）、フランシウム（Ｆｒ）であり、アルカリ
土類金属に該当する金属は、カルシウム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、バリウム（
Ｂａ）、ラジウム（Ｒａ）である。
【００６０】
　本実施の形態では、バリウム（Ｂａ）がドープされている。
　また、電子注入層１９に用いられる有機材料としては、例えば、オキサジアゾール誘導
体（ＯＸＤ）、トリアゾール誘導体（ＴＡＺ）、フェナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐ
ｈｅｎ）などのπ電子系低分子有機材料が挙げられる。
　（１０）対向電極
　対向電極２０は、透光性の導電性材料からなり、電子注入層１９上に形成されている。
対向電極２０は、陰極として機能する。
【００６１】
　対向電極２０の材料としては、例えば、ＩＴＯやＩＺＯなどを用いることができるが、
光共振構造をより効果的に得るためには、対向電極２０の材料として、銀、銀合金、アル
ミニウム、アルミニウム合金等の金属を用いるのが望ましい。この場合、対向電極２０は
透光性を有する必要があるため、膜厚は、約２０ｎｍ以下の薄膜として形成される。
　（１１）封止層
　封止層２１は、正孔輸送層１６、発光層１７、電子輸送層１８、電子注入層１９などの
有機層が水分に晒されたり、空気に晒されたりして劣化するのを防止するために設けられ
るものである。
【００６２】
　封止層２１は、例えば、窒化シリコン（ＳｉＮ）、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）などの
透光性材料を用いて形成される。
　（１２）その他
　図３には示されてないが、封止層２１上に接着剤を介して防眩用の偏光板や上部基板を
貼り合せてもよい。これらを貼り合せることによって、正孔輸送層１６、発光層１７、電
子輸送層１８、電子注入層１９を水分および空気などからさらに保護できる。
【００６３】
　３．有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法
　以下、有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法について、図面を用いて説明する。
　図４（ａ）～（ｆ）、図５（ａ）～（ｄ）および図６（ａ）～（ｄ）は、有機ＥＬ表示
パネル１０の製造における各工程での状態を示す模式断面図である。また、図７は、有機
ＥＬ表示パネル１０の製造工程を示すフローチャートである。
【００６４】
　（１）基板準備工程
　まず、図４（ａ）に示すように、基材１１１上にＴＦＴ層１１２を成膜して基板１１を
準備する（図７のステップＳ１）。ＴＦＴ層１１２は、公知のＴＦＴの製造方法により成
膜することができる。
　（２）層間絶縁層形成工程
　次に、図４（ｂ）に示すように、基板１１上に、掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇを有す
る層間絶縁層１２を形成する（図７のステップＳ２）。
【００６５】
　具体的には、一定の流動性を有するネガ型の感光性樹脂材料を、例えば、ダイコート法
により、基板１１の上面に沿って、ＴＦＴ層１１２による基板１１上の凹凸を埋めるよう
に塗布する。これにより、層間絶縁層１２の上面は、基材１１１の上面に沿って平坦化し
た形状となる。
　次に、層間絶縁層１２の各発光色の副画素における発光層１７の形成予定領域に掘り込
み部を形成する。
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【００６６】
　なお、一番波長の短い青（Ｂ）の発光層の膜厚は一番薄いので、掘り込み部を形成する
必要がない（本明細書では、掘り込み量が「０」であると定義する。）。
　そのため、層間絶縁層１２の上面にフォトマスク１２０を配して露光する。このフォト
マスク１２０は、第１ハーフトーン部１２０１、第２ハーフトーン部１２０２、全露光部
１２０３を有しており、この順に光透過率が大きくなるように形成されている。
【００６７】
　第１ハーフトーン部１２０１、第２ハーフトーン部１２０２の位置は、それぞれ、副画
素１００Ｒ、１００Ｇにおける、発光層１７（Ｒ）、発光層１７（Ｇ）の形成予定位置に
対応している。第１ハーフトーン部１２０１、第２ハーフトーン部１２０２の透過率は、
予め決定された露光時間で、層間絶縁層１２の掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇの形成予定
位置を、それぞれに必要な深さまで露光できるように設定されている。
【００６８】
　露光後、現像・洗浄することにより、図４（ｄ）に示すように層間絶縁層１２上面に掘
り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇが形成される。
　また、層間絶縁層１２における、ＴＦＴ素子の例えばソース電極上の個所にドライエッ
チング法を行い、コンタクトホール（不図示）を形成する。コンタクトホールは、その底
部にソース電極の表面が露出するようにパターニングなどを用いて形成される。
【００６９】
　次に、コンタクトホールの内壁に沿って接続電極層を形成する。接続電極層の上部は、
その一部が層間絶縁層１２上に配される。接続電極層の形成は、例えば、スパッタリング
法を用いることができ、金属膜を成膜した後、フォトリソグラフィ法およびウエットエッ
チング法を用いてパターニングすればよい。
　（３）画素電極・正孔注入層の形成工程
　次に、図４（ｅ）に示すように、層間絶縁層１２上に画素電極材料層１３０を形成する
。画素電極材料層１３０は、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法などを用いて形成す
ることができる。
【００７０】
　さらに、画素電極材料層１３０上に正孔注入材料層１５０を形成する。正孔注入材料層
１５０は、例えば、反応性スパッタ法などを用いて形成することができる。
　そして、図４（ｆ）に示すように、画素電極材料層１３０と正孔注入材料層１５０とを
エッチングによりパターニングして、副画素ごとに区画された複数の画素電極１３と正孔
注入層１５とを形成する（図７のステップＳ３）。
【００７１】
　なお、画素電極１３、正孔注入層１５の形成方法は上述の方法に限られず、例えば、画
素電極材料層１３０をパターニングして画素電極１３を形成してから、正孔注入層１５を
形成してもよい。
　また、隔壁１４を形成してから、正孔注入層１５を湿式法によって形成するようにして
もよい。
【００７２】
　（４）隔壁・画素規制層形成工程
　次に、隔壁１４および画素規制層１４１を形成する（図７のステップＳ４）。本実施の
形態では、以下のようにしてハーフトーンマスクを用いて、隔壁１４と画素規制層１４１
を同時に形成するようにしている。
　まず、図５（ａ）に示すように、画素電極１３、正孔注入層１５が形成された層間絶縁
層１２上に、樹脂材料を隔壁１４の膜厚だけ塗布して隔壁材料層１４０を形成する。具体
的な塗布方法として、例えばダイコート法やスリットコート法、スピンコート法などの湿
式法を用いることができる。
【００７３】
　塗布後には、例えば、真空乾燥及び６０℃～１２０℃程度の低温加熱乾燥（プリベーク
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）などを行って不要な溶媒を除去するとともに、隔壁材料層１４０を層間絶縁層１２に定
着させることが好ましい。
　次に、フォトマスク（不図示）を介して隔壁材料層１４０を露光する。
　例えば、隔壁材料層１４０がポジ型の感光性を有する場合は、隔壁材料層１４０を残す
箇所を遮光し、除去する部分を露光する。
【００７４】
　本例の場合、画素規制層１４１は、隔壁１４よりも膜厚が小さいので、画素規制層１４
１の部分は、隔壁材料層１４０を半露光する必要がある。
　そのため、この露光工程で使用されるフォトマスクは、隔壁１４に対応する位置に配さ
れ光を完全に遮断する遮光部と、画素規制層１４１に対応する位置に配された半透明部と
、それ以外の画素電極１３の露出部分に対応する位置に配された透光部とを有するものが
用いられる。
【００７５】
　半透明部の透光度は、所定時間露光したときに、画素電極１３上の隔壁材料層１４０が
全露光され、画素規制層１４１は、その高さ分だけ露光されないで残るように決定される
。
　次に、現像を行い、隔壁材料層１４０の露光領域を除去することにより、隔壁１４と、
これよりも膜厚の小さな画素規制層１４１を形成することができる。具体的な現像方法と
しては、例えば、基板１１全体を、隔壁材料層１４０の露光により感光した部分を溶解さ
せる有機溶媒やアルカリ液などの現像液に浸した後、純水などのリンス液で基板１１を洗
浄すればよい。
【００７６】
　これにより、層間絶縁層１２上に、Ｙ方向に延伸する形状の隔壁１４およびＸ方向に延
伸する画素規制層１４１を形成することができる。
　（５）正孔輸送層形成工程
　次に、図５（ｃ）に示すように、隔壁１４が規定する開口部１４ａに対し、正孔輸送層
１６の構成材料を含むインクを、印刷装置の塗布ヘッド３０１のノズル３０１１から吐出
して開口部１４ａ内の正孔注入層１５上に塗布する。この際、正孔注入層１５は、画素電
極列の上方においてＹ方向（図２）に沿って延伸するように塗布される。その後、乾燥さ
せて、正孔輸送層１６を形成する（図７のステップＳ５）。
【００７７】
　（６）発光層形成工程
　次に、上記正孔輸送層１６の上方に、発光層１７を形成する（図７のステップＳ６）。
　具体的には、図７（ｄ）に示すように、各開口部１４ａに対応する発光色の発光材料を
含むインクを、印刷装置の塗布ヘッド３０１のノズル３０１１から順次吐出して開口部１
４ａ内の正孔輸送層１６上に塗布する。この際、インクを画素規制層１４１の上方におい
ても連続するように塗布する。これにより、Ｙ方向に沿ってインクが流動可能となり、イ
ンクの塗布むらを低減して、同一の副画素列における発光層１７の膜厚を均一化すること
が可能となる。なお、発光層１７（Ｒ）、１７（Ｇ）、１７（Ｂ）の順に膜厚が薄くなる
ように各発光色のインクの滴下量が制御される。
【００７８】
　そして、インク塗布後の基板１１を真空乾燥室内に搬入して真空環境下で加熱すること
により、インク中の有機溶媒を蒸発させる。これにより、発光層１７を形成できる。
　（７）電子輸送層形成工程
　次に、図６（ａ）に示すように、発光層１７および隔壁１４上に、電子輸送層１８を形
成する（図７のステップＳ７）。電子輸送層１８は、例えば、電子輸送性の有機材料を蒸
着法により各副画素に共通して成膜することにより形成される。
【００７９】
　（８）電子注入層形成工程
　次に、図６（ｂ）に示すように、電子輸送層１８上に、電子注入層１９を形成する（図
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７のステップＳ８）。電子注入層１９は、例えば、電子輸送性の有機材料とドープ金属を
共蒸着法により各副画素に共通して成膜することにより形成される。
　（９）対向電極形成工程
　次に、図６（ｃ）に示すように、電子注入層１９上に、対向電極２０を形成する（図７
のステップＳ９）。本実施の形態では、対向電極２０は、銀、アルミニウム等を、スパッ
タリング法、真空蒸着法により成膜することにより形成される。
【００８０】
　（１０）封止層形成工程
　次に、図６（ｄ）に示すように、対向電極２０上に、封止層２１を形成する（図７のス
テップＳ１０）。封止層２１は、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ等を、スパッタリング法、ＣＶＤ法な
どにより成膜することにより形成することができる。
　これにより、有機ＥＬ表示パネル１０が完成する。
【００８１】
　なお、上記の製造方法は、あくまで例示であり、適宜変更可能である。
　４．各発光層の膜形状
　図８は、上記有機ＥＬ表示パネルの製造方法において、隔壁１４を高さ０．８μｍで形
成した場合における各ＲＧＢの有機ＥＬ素子の正孔注入層１５、正孔輸送層１６、発光層
１７の表面の、画素電極１３からの高さを測定した結果を示すグラフである。Ｒ、Ｇの有
機ＥＬ素子には、上記掘り込み部１２５Ｒ、Ｇが設けられている。
【００８２】
　図８において、破線は、正孔注入層１５の表面の高さ、実線（細線）は、正孔輸送層１
６の表面の高さ、最上位にある実線（太線）は、発光層１７の表面の高さの測定値を示す
。なお、各測定は、原子間力顕微鏡（Atomic Force Microscope：AFM）を用いて行った。
　同図に示すようにＲＧＢの各発光層１７の膜厚が異なっているにも関わらず、その上面
の膜形状は、平坦部が開口幅のほとんどを占め、しかも各色で揃っているのが分かる。
【００８３】
　また、図９、図１０は、それぞれ隔壁１４の高さを１．２μｍ、０．５μｍで形成した
ときの膜形状の検出結果を示すグラフである。このように隔壁１４の高さを変更した場合
でも、本実施の形態のように層間絶縁層１２の掘り込み構造を採用し、掘り込み量を各膜
厚の差分に応じた深さだけとることにより、ＲＧＢの発光色の発光層１７の膜形状を、ほ
ぼ揃わせることができる。
【００８４】
　但し、図８の場合（隔壁１４の高さが０．８μｍ）に比べて、隔壁１４の高さが１．２
μｍの場合には（図９）、隔壁１４に近い部分の湾曲が大きくなり、開口部中央の平坦部
の面積がやや小さくなっている。
　また、図１０の隔壁１４の高さが０．５μｍの場合には、開口部の中央部がその両端の
部分より少し上方に盛り上がっているのが分かる。
【００８５】
　図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、隔壁１４の高さが異なる開口部に対して、同量のイ
ンクを滴下したときの膜形状の相違をやや誇張して示す模式図である。
　実際の製造ラインでは、発光層のインクを塗布した後、真空乾燥装置内に搬入して乾燥
させるようになっているが、真空装置に搬入して装置内の雰囲気を目的の気圧まで低下さ
せるまで多少の待ち時間を要する。一般的にインクの有機溶媒は揮発性が高いため上記待
ち時間中にも有機溶媒の蒸発が進む。
【００８６】
　図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の各図の上段は、真空乾燥前の待ち時間における膜形状
の変化を模式的に示すものである。破線１７０１はインク滴下直後におけるインク溜まり
の表面形状を示し、実線１７０２は、上記待ち時間経過後のインク溜まりの表面形状を示
す。
　上述した通り、隔壁１４の頂部からのピニング位置は、ほとんど変化しない。また、こ
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の段階では乾燥速度にそれほど大きくなく、溶質（有機材料）がインク内を移動する速度
は、乾燥速度に比べて十分速いため、図１１（ａ）の上段のように隔壁１４が高い場合に
は、中央部が大きく落ち込む。その後、真空乾燥すると（図１１（ａ）下段）、急速に乾
燥が進んでインクの粘度が増加して溶質の移動速度が鈍くなるため、上段の液面の形状を
ほぼ維持したまま実線１７０３で示す膜形状が形成されることになる。
【００８７】
　また、図１１（ｂ）のように隔壁１４の高さが図１１（ａ）の場合よりも低く、インク
の滴下量とのバランスが取れている場合には、その上段に示されているように、真空乾燥
前の自然乾燥において、実線１７０２で示すようにインク溜まりの表面がほぼ平坦になっ
ており、真空乾燥中に、その膜形状がほぼ維持されたまま急速に乾燥する（同図（ｂ）下
段の実線１７０３参照）。
【００８８】
　さらに、図１１（ｃ）のように隔壁１４の高さが、図１１（ｂ）の場合よりもさらに低
い場合には、その上段の図にも示されているように、真空乾燥前の自然乾燥において、膜
形状がやや上方に膨らんだようになっており（破線１７０１）、真空乾燥中に、その膜形
状がほぼ維持されたまま急速に乾燥する（同図（ｃ）下段、実線１７０３参照）。
　このように隔壁１４の高さ、より具体的には、隔壁１４の高さとその撥液性とインクの
表面張力によって決定されるピニング位置より下方の開口部の容積と、インク滴下量や溶
媒の種類などを適切に調整することにより、発光層の膜形状において平坦部の占める割合
が所定値以上である、より望ましい形状にすることができる。
【００８９】
　図１２は、上記図１１（ｂ）の場合に形成される青色の発光層１７の膜形状を拡大して
模式的に示す図である。
　同図に示すように、発光層１７は、中央の平坦部１７２と隔壁１４の側面に沿ってピニ
ング位置Ｐ４まで乗り上がる部分（乗り上げ部）１７３を有する。
　なお、「平坦部」とはいっても、微視的には、下地の表面形状などの影響もあって、平
坦部１７２の表面には微小な凹凸が生じることが考えられるが、ここで、発光層１７の膜
形状の中央部の最も薄い部分の表面の高さとの差分が、４００ｎｍ以内である連続した領
域を「平坦部」と定義したとき、当該平坦部の、隔壁１４の伸びる方向（列方向）と直交
する方向（図２：Ｘ方向）における幅Ｗ１が、隣接する隔壁１４の開口部１４ａのＸ方向
における最も狭い幅Ｗ２に対する割合（以下、「平坦率」という。）が、９０％以上であ
ることが望ましい。これにより、各副画素について、望ましい開口率および発光効率を得
ることができるからである。
【００９０】
　そして、上記のような膜形状の平坦率の条件を満たすべく、図８～図１０と同様の実験
を、その形成条件（隔壁の高さ、隔壁の材質、インクの溶媒の材質、インクの滴下量）を
変えて行ったところ、ピニング位置Ｐ４の高さと、発光層の膜形状の中央部の一番低い位
置の高さとの差分ｈ（図１２参照）が、７００ｎｍ以下となるように上記形成条件を決定
することが望ましいことが分かった。
【００９１】
　なお、さらに優れた発光効率を得るためには、発光層１７の膜形状の中央部の最も薄い
部分の表面の高さとの差分が、１００ｎｍ以内である平坦部の平坦率が９０％以上である
ことが、より望ましい。
　そして、青色の発光層よりも膜厚の大きい赤色、緑色の発光層が形成される開口部に、
層間絶縁層１２にその差分に応じた深さの掘り下げ部を設けることにより、各発光色を担
当する発光層の膜形状を最適な状態に揃えることができる。
【００９２】
　５．インクの必要液量と掘り下げ量との関係
　図１３は、発光層１７（Ｒ）、１７（Ｇ）、１７（Ｂ）の目標膜厚を、それぞれ０．１
２μｍ、０．０８μｍ、０．０４μｍとした場合におけるインクの必要液量を試算したと
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きの表である。
　なお、同表において、各インクの量は、基板の法線に直交する面におけるインク溜まり
の断面積が一定であると仮定した場合のインク上面（液面）の、下地（実施の形態では正
孔輸送層１６であるが、ここでは、説明の便宜上、掘り込み部を有さない層間絶縁層１２
の表面を下地として説明する。）から、液面までの高さ（液高）をμｍを単位として記し
ている。
【００９３】
　また、必要な隔壁の高さは、隔壁の材料に撥液性がなく、隔壁の高さに３μｍのインク
を盛っても、その表面張力によりインク溜まりが維持できる（溢れない）ことを想定して
、下地からの高さで求めている。各インク濃度は体積パーセントで示している。
　図１３の表において、例えば、インク濃度が０．５％の場合には、Ｒ、Ｇ、Ｂの発光層
の膜厚０．１２μｍ、０．０８μｍ、０．０４μｍをそれぞれ得るためには、インク量が
液高で、２４μｍ、１６μｍ、８μｍ必要である。
【００９４】
　Ｂの発光層の膜厚が一番小さいため、この部分には層間絶縁層に掘り込み部を設ける必
要がなく、青色のインクの液高が、必要な隔壁の高さを求める基準となる。上述のように
隔壁上に３μｍまでインクを盛ることができる場合には、青色のインクの液高８μｍから
上記３μｍを差し引いた５μｍが必要な隔壁の高さとなる。
　インクの液高の最大値（Ｒの２４μｍ）から液高の最小値（Ｂの８μｍ）を差し引いた
値１６．０μｍが、Ｒの有機ＥＬ素子における層間絶縁層の掘り込み量Δ（Δ＝ＭＡＸ－
ＭＩＮ）となる。また、同濃度のインクを使用した、緑（Ｇ）の有機ＥＬ素子における層
間絶縁層の掘り込み量は、１６μｍ－８μｍ＝８μｍとなる。
【００９５】
　他のインク濃度についても、同様にして、隔壁高さと掘り込み量が求められている。
　なお、インク濃度が１．６％以上の場合においては、青色のインク量を示す液高が、イ
ンクの盛り高さの３μｍ未満になっているので、隔壁の高さは、計算上は０μｍでも構わ
ない筈であるが、実際にはインクを盛るための仕切りとして最低０．１μｍはあることが
望ましい。
【００９６】
　上述のようにインク濃度がＲＧＢで同一とした場合には、インク濃度が０．５％～１０
％の範囲である場合に、必要な隔壁の高さは、０．１μｍ～５．０μｍの範囲にあり、Ｒ
の有機ＥＬ素子における掘り込み量は、０．８μｍ～１６μｍの範囲となる。
　もっとも、上記はあくまでもモデルケースにおける試算の一例であるので、実験などに
より適当な補正係数を求めて、実際の設計に適用される。
【００９７】
　次に、仮に、層間絶縁層１２への掘り込み部を形成せずに、各発光色におけるインクの
濃度を変更する場合について検討する。
　図１３の表によれば、例えば、隔壁の高さが、２．０μｍの場合、青色発光用の発光層
形成のためのインクについては、インク濃度が０．８％で液高５μｍのインク量が必要で
ある。もし、緑色発光用のインクでインク量の液高を同じ５μｍにしようとすれば、イン
ク濃度を１．６％にする必要があり、さらに、赤色発光用のインクでインク量の液高を同
じ５μｍにしようとすれば、インク濃度を２．４％まで上げる必要がある。
【００９８】
　しかし、印刷装置のノズルから円滑に吐出させて精密に位置決めさせためには、インク
濃度（粘度）は重要なファクターであり、インク濃度の取り得る範囲には一定の限界があ
ると考えられる。特に、上記の例では、赤色発光用のインク濃度は、青色発光用のインク
濃度の３倍もあり、粘度が大きく異なる。そのため、ピニング位置が各発光色の発光層同
士で不安定になったり、開口部へのインクの濡れ広がりの程度に差異が生じたりして、膜
形状が不揃いになるおそれがある。
【００９９】
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　また、インク濃度が高くなると印刷装置のノズル詰まりなどのトラブル発生の原因にも
なりかねない。さらには、インク濃度の管理は手間がかかり、設計変更や、仕様の異なる
機種についてもできるだけ同じ印刷装置、同じインクを使用して製造コストを下げたいと
の要請も強い。
　以上の諸点を考慮すると、既存のインク濃度はできるだけ変更せずに、制御の容易なイ
ンクの滴下量で膜厚を調整するのが望ましく、その際に上記のように各発光色の有機ＥＬ
素子における層間絶縁層の掘り込み量を調整して膜形状を揃えることによって、発光光率
が良好で各発光色ごとに開口率のばらつきの少ない高画質な有機ＥＬ表示パネルを得るこ
とができるものである。
【０１００】
　６．効果（まとめ）
　（１）上記実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０によれば、各発光色の発光層の層
厚が異なる場合に、必要な層厚に応じて、層間絶縁層の掘り込み量を調整することにより
、各発光色の発光層の膜形状を均一化することができる。また、隔壁の高さを所定の値に
設定することにより、乾燥後の発光層の平坦率を改善して、発光効率を向上させることが
できる。
【０１０１】
　ここで、各発光色の有機ＥＬ素子における具体的な掘り込み量は、次のような手法によ
り求めることができる。
　（ア）各発光色における発光層の平坦部の層厚を、光共振構造を構築するための光学的
設計により求める。
　（イ）決定された各色の発光層の層厚と、使用するインク濃度および発光層を形成すべ
き開口部の形状（容量）とから、各発光層形成位置に滴下すべきインク量を決定する。
【０１０２】
　（ウ）特定の発光色（上記では青）におけるインク溜まりの表面形状を基準にして、他
の発光色のインク溜まりの表面形状が同じになるように（すなわち、インク溜まりの、ピ
ニング位置から上方のインク量（以下、「インク盛り上がり量」という。）が同じになる
ように）、他の発光色の有機ＥＬ素子における掘り込み量を決定する。
　また、隔壁の高さは、上記（ウ）におけるインク盛り上がり量を適正な範囲内にして（
図１１（ｂ）参照）、乾燥後の発光層の平坦率が９０％以上となるように決定される。具
体的には、乾燥後の発光層の中央位置の高さとピニング位置の高さとの差分が、７００ｎ
ｍ以下となるように設定されればよい。
【０１０３】
　これにより、ウエットプロセスにより有機発光層を効率的に形成しつつ、発光効率に優
れ、良質な画像表示が可能な有機ＥＬ表示パネルを提供することができる。
　（２）また、層間絶縁層形成工程において、層間絶縁層を感光性樹脂材料で形成して、
光透過率の異なるハーフトーンマスクを使用して、露光、現像することにより、一挙に異
なる深さの掘り込み部を形成することができるので、工数がそれほど増えるわけではない
にも関わらず、得られる効果が大きい。
【０１０４】
　≪変形例≫
　以上、本発明の一態様として、有機ＥＬ表示パネル及び有機ＥＬ表示パネルの製造方法
の実施の形態について説明したが、本発明は、その本質的な特徴的構成要素を除き、以上
の説明に何ら限定を受けるものではない。以下では、本発明の他の態様例である変形例を
説明する。
【０１０５】
　（１）層間絶縁層形成工程の変形例
　上記実施の形態では、ハーフトーンマスクを利用して、層間絶縁層１２に深さの異なる
掘り込み部を１回のフォトリソグラフ工程で形成したが、勿論これに限定されるわけでは
ない。
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　（１－１）多層露光を行う場合
　図１４（ａ）～（ｄ）は、層間絶縁層１２に掘り込み部を形成するための第１の変形例
を示す模式図である。
【０１０６】
　本変形例では、層間絶縁層１２はポジ型の有機樹脂材料で形成されているものとする。
　まず、掘り込み部１２５Ｒの対応箇所のみを全露光するマスク１２１を介して層間絶縁
層１２表面の露光処理を実行し（図１４（ａ））、これを現像後、洗浄して不要部分を流
し去ることで、掘り込み部１２５Ｒの形成予定部分に第１回の掘り込みを行い、掘り込み
部１２５Ｒ’を形成する（図１４（ｂ））。
【０１０７】
　次に、掘り込み部１２５Ｒ、掘り込み部１２５Ｇに対応する箇所を全露光すべくマスク
１２２を用いて層間絶縁層１２を露光する（図１４（ｃ））。その後、これを現像後、洗
浄して不要部分を流し去ることで、掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇが形成される（図１４
（ｄ））。
　各掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇの深さが目標値となるように、第１回目と第２回目の
露光量が決定されている。
【０１０８】
　実施の形態では、フォトマスクのハーフトーン部における透過率が特定されているため
、工数を少なくできるという利点がある一方でマスクの汎用性に乏しいという面があった
が、本変形例によれば、第1回目と第２回目の露光量を制御するだけで様々な掘り込み量
が設定できるので、機種変更やインクの種類の変更にも柔軟に対応して掘り込み部の深さ
を調整できる。
【０１０９】
　（１－２）エッチング処理を行う場合
　図１５（ａ）～（ｄ）、図１６（ａ）～（ｄ）は、エッチングにより掘り込み部１２５
Ｒ、１２５Ｇを形成する場合の変形例を示す模式図である。
　まず、層間絶縁層１２の表面にレジスト１２３を塗布する（図１５（ａ））。そして、
マスク（不図示）を用いて、レジスト１２３の、掘り込み部１２５Ｒに対応する位置を露
光、現像、洗浄して、レジスト１２３に開口１２３Ｒを形成し、レジスト１２３をマスク
としてドライエッチング処理を行って、層間絶縁層１２に掘り込み部１２５Ｒ’を形成す
る（図１５（ｃ））。そして、レジスト１２３をアセトンなどの有機溶剤で除去する（図
１５（ｄ））。
【０１１０】
　次に、図１６（ａ）に示すように、層間絶縁層１２上にレジスト１２４を塗布し、マス
ク（不図示）を用いて、レジスト１２３の、掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇに対応する位
置を露光、現像、洗浄して、レジスト１２４に開口１２４Ｒ、１２４Ｇを形成し、レジス
ト１２４をマスクとしてドライエッチング処理を行って、層間絶縁層１２に掘り込み部１
２５Ｒ、１２５Ｇを形成する（図１６（ｃ））。そして、レジスト１２４をアセトンなど
の有機溶剤で除去する（図１６（ｄ））。
【０１１１】
　なお、掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇを形成するためドライエッチングに代えてウエッ
トエッチングを行ってもよい。
　また、図１４（ａ）、図１５（ａ）の前に層間絶縁層１２を全露光して、層間絶縁層１
２の表面を整える前処理工程を設けてもよい。
　（２）上記実施の形態では、高さの異なる隔壁１４と画素規制層１４１をハーフトーン
マスクを用いることにより一つの工程で同時に形成したが、隔壁１４と画素規制層１４１
を別工程で形成するようにしても構わない。
【０１１２】
　例えば、まず、Ｙ方向における画素電極列を仕切るための画素規制層１４１を形成する
。
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　具体的な画素規制層１４１の形成方法としては、例えば、ダイコート法などにより、画
素電極１３を形成した基板１１の上面に、樹脂材料を塗布する。そして、フォトリソグラ
フィ法を用いて、Ｙ方向に隣接する画素電極１３の間に画素規制層１４１を形成すべく樹
脂材料をパターニングした後、焼成することにより、画素規制層１４１を形成することが
できる。
【０１１３】
　次に、隔壁１４の材料である隔壁用樹脂を、例えば、ダイコート法などを用いて一様に
塗布し、隔壁材料層を形成し、フォトリソグラフィ法により隔壁材料層にパターニングし
た後、焼成して隔壁１４を形成する。
　（３）有機ＥＬ素子の積層構造の変形例
　上記実施の形態では、有機ＥＬ素子の積層構成として、電子輸送層１８や電子注入層１
９、正孔注入層１５や正孔輸送層１６を有する構成であるとしたが、これに限られない。
例えば、電子輸送層１８を有しない有機ＥＬ素子や、正孔輸送層１６を有しない有機ＥＬ
素子であってもよい。また、例えば、正孔注入層１５と正孔輸送層１６とに替えて、単一
層の正孔注入輸送層を有していてもよい。また、例えば、発光層１７と電子輸送層１８と
の間に、アルカリ金属からなる中間層を備えてもよい。
【０１１４】
　しかし、有機ＥＬ素子として機能を発揮するための最低限の構成（画素電極と対向電極
との間に有機発光層を介在させる基本的な構成）は必要である。
　（４）上記実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、図２に示すように、画素規
制層１４１の延伸方向が有機ＥＬ表示パネル１０の長軸Ｘ方向、隔壁１４の延伸方向が有
機ＥＬ表示パネル１０の短軸Ｙ方向であったが、画素規制層１４１と隔壁１４の延伸方向
は、逆であってもよい。また、画素絶縁層及び隔壁の延伸方向は、有機ＥＬ表示パネル１
０の形状とは無関係な方向であってもよい。
【０１１５】
　また、上記実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、一例として画像表示面を長
方形状としたが、画像表示面の形状に限定はなく、適宜変更可能である。
　また、上記実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、画素電極１３を長方形平板
状の部材としたが、これに限られない。
　さらに、上記実施の形態においてはラインバンク方式の有機ＥＬ表示パネルについて説
明したが、一つの副画素ごとにその四方を隔壁で囲むようにした、いわゆるピクセルバン
ク方式の有機ＥＬ表示パネルであっても構わない。
【０１１６】
　（５）上記実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、Ｒ、Ｇ、Ｂ色にそれぞれ発
光する副画素１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂが配列されていたが、副画素の発光色はこれ
に限られず、例えば、Ｒ、Ｇ、Ｂに加えて黄色（Ｙ）の４色であってもよい。また、一つ
の画素Ｐにおいて、副画素は１色あたり１個に限られず、複数配置されてもよい。また、
画素Ｐにおける副画素の配列は、図２に示すような、赤色、緑色、青色の順番に限られず
、これらを入れ替えた順番であってもよい。
【０１１７】
　このように発光色が３種類以上ある場合に、そのうちの任意の異なる２種類の発光色を
発光する副画素を第１発光部、第２発光部としたとき、層間絶縁層１２における掘り込み
部の深さが、それらの発光色の発光層の膜厚に応じて異なるようにすることにより、従来
よりも均一な膜形状を得られる。
　（６）上記実施の形態においては、発光色が一番波長の短い青色の有機ＥＬ素子につい
ては、層厚が一番小さいため、層間絶縁層に掘り込み部を設けていなかったが、場合によ
っては、この部分にも掘り込みを設けてもよい。その分だけ、他の赤色と緑色の発光色の
副画素における層間絶縁層の掘り込み量も深くなる。
【０１１８】
　（７）上記実施の形態においては、発光層の層厚が大きい有機ＥＬ素子の掘り込み部（
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掘り込み部１２５Ｒ）が、それよりも層厚の小さな有機ＥＬ素子の掘り込み部（掘り込み
部１２５Ｇ）よりも深くなるように形成したが、必ずしも、発光層の層厚の大小関係と掘
り込み量の大小関係が一致するとは限らない。
　今、使用する印刷装置の仕様が許す範囲で、インク濃度を発光色ごとで変更できるよう
な場合を想定する。例えば、図１３の表において、Ｒ用のインク濃度が、１．６％、Ｇ用
のインク濃度が１．０％の場合を考えると、Ｒ用の必要インク量は液高で７．５μｍであ
るが、Ｇ用の必要インク量の液高は８．０μｍとなって、ＲとＧでインク必要量が逆転す
ることになり、掘り込み部１２５Ｇの掘り込み量が、掘り込み部１２５Ｒの掘り込み量よ
りも多くなってしまう場合が生じ得るからである。
【０１１９】
　（８）上記実施の形態では、画素電極１３を光反射性にして光共振効果を得べく、発光
層の膜厚を調整して、光路差が所定の条件を満たすようにしたが、発光層に加えて、もし
くは発光層に代えて、その下層の正孔注入層および／または正孔輸送層の膜厚も変更して
光共振効果を得るようにしてもよい。要するに発光層を含む有機層全体の膜厚を調整すれ
ばよい。
【０１２０】
　正孔注入層や正孔輸送層をウエットプロセスで形成して層厚を異ならせる場合でも、発
光層の形成時と同様な問題が発生するため、掘り込み部を設ける必要があるからである。
　（９）掘り込み部の底面の形状はできるだけ平坦であることが望ましい。もし底面が湾
曲していれば、その形状が、上方に積層する各層の表面形状に影響を与え、発光層の膜形
状を平坦にするのが難しくなるからである。
【０１２１】
　もっとも、掘り込み部に要求される「平坦性」は、各色の発光層の膜形状を揃えること
を主目的としているので、掘り込み部を設けていない青色の有機ＥＬ素子における層間絶
縁層１２の表面と同程度の平坦性であればよい。
　また、図３に示した例では、掘り込み部１２５Ｒ、１２５Ｇの掘り込み量があまり深く
ないため、掘り込み部の側面形状がそれほど問題にならないが、図１９（ｂ）に示すよう
に掘り込み部が深く、発光層ないしは他の有機層が、掘り込み部の内側面に接触するよう
な場合には、当該掘り込み部の内側面は、当該図１９（ｂ）に示すように掘り込み部の内
側面と連続的に繋がるように成形され、掘り込み部の内側面と掘り込み部の内側面とのな
す角度もできるだけ小さい方が望ましい。
【０１２２】
　もし、掘り込み部の内側面と掘り込み部の内側面との繋ぎ部分に段部ができたり、隔壁
の底に隙間ができたりすると、ピニングがその部分に形成されるおそれがあり、発光層を
設計通りの膜形状に成膜するのが困難になるからである。
　（１０）上記実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０では、画素電極１３を陽極、対
向電極１７を陰極としたが、これに限られず、画素電極１３を陰極、対向電極１７を陽極
とする逆構造であってもよい。正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層などを
設ける場合には、その積層順も陰極と陽極の位置によって適宜修正される。
【０１２３】
　（１１）また、上記実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１０は、アクティブマトリク
ス方式を採用したが、これに限られず、パッシブマトリクス方式を採用してもよい。
　（１２）上記実施の形態で示した有機ＥＬ表示パネルは、図１７に示すようにテレビ３
００の表示部３０１や、その他パーソナルコンピュータ、形態端末、業務用ディスプレイ
など様々な電子機器の表示パネルとして用いることができる。
≪補足≫
　以上、本開示に係る有機ＥＬ表示パネルおよびその製造方法並びに有機ＥＬ表示装置、
電子機器について、実施の形態および変形例に基づいて説明したが、本発明は、上記の実
施の形態および変形例に限定されるものではない。上記実施の形態および変形例に対して
当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で実
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形態も本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本開示に係る有機ＥＬ表示パネルは、様々な電子機器に用いられる表示パネルとして広
く利用することができる。
【符号の説明】
【０１２５】
　　　　１　　有機ＥＬ表示装置
　　　　２　　有機ＥＬ素子
　　　１０　　有機ＥＬ表示パネル
　　　１１　　基板
　　　１２　　層間絶縁層
　　　１３　　画素電極
　　　１４　　隔壁
　　　１５　　正孔注入層
　　　１６　　正孔輸送層
　　　１７　　発光層
　　　１８　　電子輸送層
　　　１９　　電子注入層
　　　２０　　対向電極
　　　２１　　封止層
　　１００Ｂ、１００Ｇ、１００Ｒ　副画素
　　１１１　　基材
　　１１２　　ＴＦＴ層
　　１２５Ｒ、１２５Ｇ　掘り込み部
　　１４０　　隔壁材料層
　　１４１　　画素規制層
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